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Dibujo obtenido en http://hyperphysics.phy-astrgsu.edu/hbase/magnetic/hall.html
Visite enlace para calculadoras del efecto de Hall y material adicional.
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Fuerza de Lorentz debido al campo magnético: F,,, = quB
Para tipo n, v, = —ukE, = drift velocity.

1+ = movilidad de los electrones.

Fuerza debida al campo de Hall: Fg = qgFEy

En equilibrio, Fg = F,, y

quB = —qub,B = qbyg — | kg = nb, B

(ignorando signo).
V., = voltaje longitudinal = F, X L
Vg = voltaje de Hall = Eg x W

Va=Eg xW =ub,BxW

Vie = () Vo B
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Epitaxial layer con V,, = 10V, W = L = 200um, t = 10um y p = 0.6£2 — cm.

1
=60 —cm =
qrifin,
Np = 1x10*/em?
> 1
% qNpp
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1 cm?
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Ejemplo: Vg es amplificado por un Al con tres AOs,

cuyo Vpg es cancelado a 25°C' pero tiene un 1CYy,, =
4V /°C. Si T varia de 0°C' a 50°C', para el sensor discu-

tido anteriormente el error es de -
Valores tipicos:

e iman permanente: B =~ 0.17

o clectro-magneto: B~ 1 — 27

-1G.

:100,LLV U =

e Campo magnético de la tierra: B ~ 0.5G = 0.5 X

10747

Materiales de alta movilidad como InAs (u = 33000cm?/V —
s) y InSb (1 = 80000cm?/V — s) pueden usarse para

obtener mas sensitividad.
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1all voltage as a function of magnetic induction.
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Obtenido de www.fen.bilkent.edu.tr/~butun/manuals/exp10_hall_effect.pdf
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Una muestra de Silicio contiene 10'® dtomos de

transversal A igual
corriente longrtuc

un campo magnet

fésforo por cm?. Determine el voltaje de Hall v si
a muestra tiene ancho W igual a 500Pm, un area

2.5% 1073 cm?, largo L=1cm, una
nal Ix=ImA y esta inmersa en

ico B,=10*Wb/cm?+

IWb = Vs = | T-m?2 = 108 G-cm?

[
i
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Figure 9.15 Output voltage versus magnetic flux density for the UGN-15011
(Sprague Electric Co., 1. C. Sensor Operations).
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Figure 9.17 IC magnetic feld sensor with digital output (UGN-3019T) (a) lek
diagram; (b) transfer characteristic (Sprague Electnc Co., I. C. Sensor Operations).
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Linear Slide-By, Alnico8
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Este imadn esta adherido a un objeto vibrante de tal modo que la distancia entre el iman y el
sensor varia entre 100 y 400 mils. Disefe un instrumento para medir la frecuencia de
vibracion. Use la data mostrada en la transparencia /.
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Linear Slide-By, Alnico8
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Mas Informacion:

Aplicaciones e informacion general:
http://www.melexis.com/prodfiles/0003/ 15 hallapps.pdf

Handbook de Honeywell:
http://content.honeywell.com/sensing/prodinfo/solidstate/
technical/hallbook.pdf
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